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. Nom :
Exercice 1 :
; L ] Prénom :
Un transformateur monophase ales caracterlsthues sulvantes :
. Groupe :
> 230V / 24V 50Hz

> 63VA 2kg

e Calculer le courant primaire nominal I1n et le courant secondaire nominal I2.

Exercice 2 :

On a mesuré deux (2) tensions de pic (Vp) pour un transistor Unijonction UJT :
% Vp1=8,9V pour Ves= 15V
% Vpz2=14,3V pour Vss= 25V

— Calculer le paramétre intrinséque 1 et la tension de seuil Vs.

Exercice 3 :

1) Quelle est la différence entre la technologie TTL et la technologie CMOS ?

2) Donner la signification du nom du circuit intégré suivant : 74 ALS 08, et quelles sont ses

propriétés ?



Exercice 4:

Une charge résistive R = 100Q est alimentée a travers un thyristor Th (supposé parfait) par une

source de tension sinusoidale alternative u (Voir figure 1).

a. Onreléve les chronogrammes de u, icet v:
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Figure 1

b. Compléter les chronogrammes de uth eti:

Exercice 5:
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Donner le symbole graphique pour chacun des composants électroniques suivants, en identifiant

clairement la polarité des électrodes de chacun :

Composant Symbole Composant Symbole
électronique graphique électronique graphique
Transistor UJT Triac

Opto-coupleur

Phototransistor

Photorésistance

Diac

TEC a Canal =N

Pont de redressement

TEC a Canal —P

Photodiode
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Exercice 1
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Exercice 4

Loi des branches :
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Exercice 5
Symboles des composants électroniques :
Composant Symbole graphique Composant Symbole graphique
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